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Al giorno d’oggi, il problema dell’efficienza energetica riveste un’importanza sempre crescente nella nostra 
società. In questo contesto, sebbene il silicio sia il semiconduttore più usato in elettronica, nell’ultimo 
decennio la comunità scientifica internazionale rivolge particolare attenzione a soluzioni alternative che 
consentano di superarne i limiti fisici e migliorare le prestazioni dei dispositivi. 
In questo seminario, rivolto prevalentemente agli studenti, verrà fatta una panoramica su alcune attività di 
ricerca in corso presso il CNR-IMM di Catania riguardanti la fisica e la tecnologia dei dispositivi a 
semiconduttore per elettronica di potenza ed alta frequenza ad elevata efficienza energetica basati su nuovi 
materiali alternativi al silicio. 
Nella prima parte del seminario verranno introdotti alcuni concetti di base relativi all’efficienza energetica in 
elettronica di potenza. In particolare, saranno descritte le proprietà ed i vantaggi dei semiconduttori ad ampia 
banda proibita (il carburo di silicio (SiC) ed il nitruro di gallio (GaN)) rispetto al silicio, illustrando alcuni 
esempi di problematiche scientifiche aperte per la realizzazione di diodi e transistori basati su SiC e GaN. 
La seconda parte sarà invece focalizzata ad illustrare le frontiere più spinte dei nuovi materiali per la 
realizzazione di dispositivi avanzati per le alte frequenze. Partendo da una discussione delle proprietà di 
base dei materiali 2D, quali grafene e MoS2, verranno presentate alcune delle soluzioni più innovative per 
l’integrazione di questi materiali in dispostivi capaci di operare ad altissime frequenze (THz) e con 
bassissima dissipazione di energia. 

 

  


